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1. Contexte et Objectifs

Lasers a Puits Quantiques, Lasers a Cascades
Quantiques, Diodes Electroluminescentes, .....

Transmission hauts Débits, Pompage, Filtres, stabilisateurs de pompes, éclairage, métrologie, .....

Finalité: Reduire la température des régions actives pour accroitre la
performance des émetteurs en puissance et leur fiabilité
Objectifs: Nouvelles architectures, Nouveaux matériaux, Systemes de
refroidissement intégrés, Diagnostics thermiques a difféerentes échelles



2.Principe de la mesure

Mesure de la tension directe de jonction

Formule de Shockley V= nkT In( ! )
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2.Principe de la mesure

2 types de caractérisation:
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Analyse d’Impédance Thermique Résolue en Temps AT
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Impedance thermique résolue en temps

Z (°C/W)

Largeur de pulse (us)
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Impedance Thermique Resolue en Temps
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Mesure de résistance thermique de I’émetteur

Impédance °C/W

Diode with P-UP Structure - (TIM)

—— Diode with P-Down Structure - (TIM)
Diode with P-UP Structure - (TIM&AIN)
Diode with P-Down Structure - (TIM&AIN)
—— Diode with P-Down Structure
—— Diode with P-UP Structure




Mesure de la qualité de la brasure

GaAs (k = 45 W/m.K) Impédance °C/W

AuSh (k= 05125 m i P dum

80 ‘
AIN (k = 170 W/m K) 635 pm 70 ‘ ‘ |
60 + UP ‘: Brasure k= 25 W/mK 7
0 i + Down : Brasure k= 25 W/mK |
TIM (k = 0.55 W/m.K) 160 um UP : Brasure k= 1 W/mK /
50+ - . - g 4
Down : Brasure k: :1 W/mK W
40t i
30 |
500 ym
ﬁ 201 a
GaAs (k = 45 W/m.K) 90 pm 10! i
AlGaAs (k = 15 W/m.K) 2 ym I E— |
GaAs (A = 15 W/m.K) = 10pum 10° 10° 10" 10° 10° 10°
[AuSH (k= 0.5.1.2Wm i P dum
Temps (s)
AIN (k = 170 W/m.K) 635 um
<4

TIM (k = 0.55 W/m.K) 160 pm




Caractérisation des hétérostructures | , o
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